
14. Топологические изоляторы
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Топологические изоляторы представляют собой новый класс веществ, основным из свойств которых является наличие изолирующего объема и проводящих поверхностных состояний [1]. Тонкая пленка напряженного HgTe является одним из примеров трехмерного топологического изолятора (3Д ТИ) [2]. Данная работа посвящена экспериментальному исследованию слабой локализации в высокоподвижной ( до 5×105 см2/В·с) тонкой пленке теллурида ртути [3]. Благодаря наличию затвора положение уровня Ферми изменялось в широком диапазоне из валентной зоны через щель объемных состояний в зону проводимости.
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Установлено, что во всем исследуемом диапазоне затворных напряжений поправка к проводимости имеет положительную величину, что соответствует слабой антилокализации. На рисунке 1 изображен пример подавления поправки к проводимости магнитным полем, при затворном напряжении, соответствующему положению уровня Ферми в энергетической щели объемного спектра. Подавление антилокализации наблюдается в магнитных полях всего лишь ~0,5 мТл, что на порядки меньше типичных значений в других известных 3Д ТИ и является следствием высокого качества исследуемой системы. При затворных напряжениях, соответствующих положению уровня Ферми в объемной щели, поправка к проводимости не зависит от концентрации двумерных электронов. Величина поправки плавно меняется по мере заполнения зоны объемных электронов. Анализ экспериментальных кривых зависимости поправки к проводимости от магнитного поля проводился на основе теории слабой локализации Hikami [4].
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Рис. 1. Зависимость антилокализационной поправки к проводимости от магнитного поля.









